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Тонкие углеродные пленки нанометровых толщин привлекают к себе внимание как перспективные материалы для микро- и наноэлектроники, оптоэлектронных и сенсорных устройств. 

В данной работе углеродные пленки толщиной до 100 нм синтезированы осаждением в плазме метана (СН4) углерода на поверхности различных подложек (Si, SiO2 и кварцевое стекло) и последующей термообработкой в атмосфере аргона при температурах от 6500 до 8000С [1]. Осаждение атомов углерода проводилось с помощью индуктивно-связанного источника плазмы мощностью 200 Вт при частоте 13,56 МГц. Длительность обработки составляла 6 и 9 минут.

Таблица 1 Условия получения углеродных плёнок

	Тип подложки
	Мощность плазмы, 

Вт
	Время обработки в плазме, мин
	Температура термообработки,

оС
	Время термообработки,

мин

	SiO2
	200
	6
	650, 700, 750, 800
	15, 30 и 45

	Si
	200
	6
	650, 700, 750, 800
	30 и 45

	Кварцевая пластина
	200
	6 и 9
	650
	30


Исследования оптических свойств проведены в ИК-, видимом и УФ-диапазонах с помощью ИК-микроскопа «SPOTLIGHT 200» и спектрофотометра «Lambda 750S». Зависимости тока от освещенности проведены двухзондовым методом при различных напряжениях (от -13 до +13 В) и температурах (от 80 до300о К) образца. 

Из проведенных измерений следует, что наибольшее поглощение наблюдается в УФ - области при λ < 250 нм. Также наблюдаются пики поглощения в ИК - области. При увеличении модуля напряжения величина фототока возрастает. При уменьшении температуры фототок уменьшается. Кроме того, наблюдается зависимость величины фототока от выбранной подложки: наименьший фототок наблюдался в углеродных пленках на кварцевой подложке, а наибольший на Si и достигал нескольких мА. Также величина фототока проявляет зависимость от условий термообработки. В работе будет проводится обсуждение полученных данных.
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